
تمارين الترانزستور 
:1تمرين 

نعتبر التركیب الممثل في الشكل اسفله ، حیث يتوفر الترانزستور على معامل التضخیم الساكن 
.UAC=3Vو UBE=0,7Vو 100=:

:علما أن الترانزستور يشتغل في النظام الخطي أحسب 
.ICشدة تیار المجمع - 1
.R1قیمة المقاومة - 2

:2تمرين 

قوته الكھرمحركة G1ننجز التركیب الممثل في الشكل أسفله والمتكون من مولدين كھربائیین 
E1=1,5V ومقاومته الداخلیةr1=0 وG2 قوته الكھرمحركةE2=6V ومقاومته الداخلیةr2=0 .

.R2و R1وموصلین أومیین 

80=يشتغل الترانزستور في النظام الخطي ومعامل التضخیم للتیار ھو 
.UCE=4Vو UBE=0,6Vو IB=2,5mA: نعطي 

.R2و R1عین قیمة كل من 
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:3تمرين 

عندما يشتغل في النظام الخطي يكون معامل NPNنعتبر التركیب التالي والمكون من ترانزستور 
R2=100Ωو  UBE=0,7V:نعطي . 100=تضخیمه الساكن 

.والترازستور يشتغل في النظام العادي IC=30mAشدة التیار في دارة المجمع - 1
.التوتر بین الباعث والمجمع UCEأوجد قیمة - 1.1
.أحسب شدة التیار في دارة القاعدة - 1.2
.R1استنتج قیمة - 1.3

.R=7,2kΩبموصل أومي مقاومته R1نعوض الموصل الأومي ذي المقاومة - 2
.I’B=0,5mAحدد حالة اشتغال الترانزستور علما أن شدة تیار دارة القاعدة ھي 

.R1قیمة المقاومة - 2
E=4,5V     ،r=0:    نعطي 

:4تمرين 

200=نعتبر التركیب الممثل جانبه ، تركیبا إلكترونیا يضم ترانزستور معامل تضخیمه 
BE :UBE=0,6Vوتوتر العتبة للوصلة 

.قابلة للضبط R1و R3=50Ωو R2=13kΩ: نعطي 

.أحسب شدة تیار الإشباع في دارة المجمع - 1
.UBE=0,8V، فنحصل على R1=13kΩعند القیمة R1نضبط - 2

.شدة تیار دارة القاعدة IBأوجد - 2.1
.UCEإستنتج قیمة التوتر - 2.2

.UBE=0,85Vعلما أن Rأحسب . التي توافق بداية حالة الإشباع Rعند القیمةR1نضبط - 3
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:5تمرين 

وبواسطة فولطمتر 100=نعتبر التركیب المبین جانبه حیث الترانزستور تضخیم ساكن للتیار 
.UCE=6Vو UBE=0,7Vو UAC=4V: إلكتروني نقیس التوترات التالیة 

.علما أن الترانزستور يشتغل في النظام الخطي 
.ICأحسب قیمة شدة التیار المجمع - 1
.R1أحسب قیمة المقاومة - 2
.R3واستنتج قیمة المقاومة IEأحسب قیمة شدة تیار الباعث - 3

:6تمرين 

يتكون التركیب المبین في الشكل جانبه 
:من 
G مولدقوته الكھرمحركةE ومقاومته

.الداخلیة مھملة 
 ، ترانزستور عند الإشتغال العادي

UBE=0,7Vوالتوتر .100=يكون معامل تضخیم التیار 
 مصباح الإشعارL يتطلب اشتغاله

.IC=0,3Aتیارا كھربائیا شدته 
 موصل أوميRB لوقاية التركیب

.الإلكتروني 
 مقاومة ضوئیةLDR تتغیر مقاومتھا

R 106منΩ 300في الظلام الىΩ
.في  الضوء الباھر 

 مولد قوته الكھرمحركةE=4,5V ومقاومته الداخلیة مھملة.
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.ما نوع الترانزستور المستعمل في التركیب - 1
.ھاز الإستعمال اللاقط والجھاز الإلكتروني وج: حدد في التركیب - 2
.توجد المقاومة الضوئیة في الضوء الباھر والمصباح مضيء - 3

.أحسب شدة تیار دارة القاعدة - 3.1
.RBاستنتج قیمة - 2.3

.المقاومة الضوئیة في الضلام بین أن المصباح لايضيء - 4
.إقترح استعمالات ممكنة لھذا التركیب - 5
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 تمارين الترانزستورتصحيح 
 

 

 : 1تمرين 
 

 شدة تيار المجمع :CIحساب  -1
2-  

 
 

 باستعمال قانون إضافية التوترات في دارة المجمع :
 

                                                               CE+UAC=UAEU 

 

 CI1R=ACU    و        EAEU=                        مع :

 
                  CE+UCI1E=R:                    نحصل على 

                                                               CEU-=ECI1R 

 

                                             
𝐸−𝑈𝐶𝐸

𝐼𝐶
=CI 

 

A=15mA2-4,5−3                  ت.ع:

100
= 1,5.10=CI          
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 : 1Rحساب  -2
 قانون إضافية إضافية التوترات في دارة القاعدة:

 
                             (1)BC+UAB=UAcU     
 

 BI1=RABUو     EACU=                  مع :

 

 الترانزستو يشتغل في النظام الخطي :
 

BI.𝛽=CI   : أيA4-𝐼𝐶

𝛽
=

1,5.10−2

100
= 1,5.10=BI 

 
 BEU-=EBI1Rومنه :    BE+UBI1E=Rتكتب :   (1)العلاقة 

 

                           نحصل على :
𝐸−𝑈𝐵𝐸

𝐼𝐵
=BI 

 

                    ت.ع: 
4,5−0,7

1,5.10−4 = 25 333𝛺=BI 

 
 25,3kΩ≃BR                                أي:

 

 : 2تمرين 
 

 : 1Rحساب  -
 

 
 

 انون إضافية التوترات في دارة االقاعدة :نطبق ق

                                                                                               BE+UMB=UMEU 
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 BI1=RMBUو  EMEU=1                                                   مع :

 

 BCU+BI1=R1E                                               نحصل على :

 

                                                                                                    BEU-1=EBI1R 

 

                                                                  
𝐸1−𝑈𝐵𝐸

𝐼𝐵
= 1R 

 

Ω                                               ت.ع: 
1,5−0,6

2,5.10−3 = 360=1R 

 
 : 2Rحساب  -

 نطبق قانون إضافية التوترات في دارة المجمع :

                                                                                                  CE+UNC=UNEU 

 

 CI2=RNCUو ENEU=2                                                     مع:

 
 CE+UCI2=R2E(1) نحصل على :

 
 : BIتتناسب مع  CIالترانزستور يشتغل في النظام الخطي 

 

                                        B.I𝛽=CI   : 0,2ومنهA=3-80x2,5.10=BI 

 
 تصبح : (1)العلاقة 

                                                                                             CEU-2=E C.I2R 

 

                                                                
𝐸2−𝑈𝐶𝐸

𝐼𝐶
= 2R 

 

Ω                                                   ت.ع:
6−4

0,2
= 10=  2R      
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 : 3تمرين 
 

 قانون إضافية التوترات في دارة المجمع يكتب : -1.1
 

                                                                     CE+UAC=UACU      

               
 والمولد يكتب :   2Rقانون أوم بالنسبة ل 

 

                                                                                CI2=RACU 

 

                                          =EAEU    لأنr=0  
 AC+UCI2E=Rنحصل على :   

 CI2R-=EACUنستنتج :      
 1,5V3-100x30.10-=4,5ACU=ت.ع:     

 
 بما أن الترانزستور يشتغل في النظام العادي نكتب :  -1.2

 

                                                                                B.I𝛽=CI 

                                     نحصل على : 
𝐼𝐶

𝛽
=BI 

A4-=3.10                                ت.ع :
3.10−2

100
=BI 

 
 قانون إضافية التوترات في دارة القاعدة يكتب : -1.3

 

                                                                 BE+UAB=UAEU 

 BI1=RABUو  EAEU=                             لدينا :

 

          BE+UBI1E=R                          نحصل على :

                                  نستنتج :
𝐸−𝑈𝐵𝐸

𝐼𝐵
=1R 

 

0Ω01                             ت.ع :
4,5−0,7

30.10−3 == 1R 

 
نلاحظ أن شدة تيار دارة القاعدة قد زادت ، إذن لا يمكن للترانزستور إلا أن يشتغل  -2

 الخطي أو يكون مشبعا .في النظام 
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 0CEU=نحدد القيمة القصوى التي توافق بداية حالة الإشباع حيث 
 

 : في داة المجمع 
 

                                    +0C satICE=R 
 

A2-4,5.10نحصل على : 
𝐸

𝑅𝐶
=

4,5

100
== C satI 

 
  الشدة القصوىBmaxI  : حيث 

 

Bmax.I𝛽=C satI : نحصل علىA4-4,5.10 
4,5.10−2

100
=

𝐼𝑐 𝑠𝑎𝑡

𝛽
=  BmaxI 

 
  : نلاحظ أنA4-=5.10BA < I’4-=4,5.10 BmaxI 
 إذن الترانزستور في حالة الإشباع . 
 

 :4تمرين 
 
 حساب شدة تيار دارة الإشباع : -1

 
 نطبق قانون إضافية التوترات في دارة المجمع :

                                                                                             CE+UACE =U 

 CI3=RACU                                                              باعتبار قانون أوم : 
 0CEU=    و  C sat=ICI                          عند الإشباع لدينا :

 c satI3E=R                                              على : نحصل
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                                               نستنتج :
𝐸

𝑅3
= C satI 

 

A0,24                                          ت.ع: 
12

50
==C sat I 

 : BIحساب  -1.2
 :  Bباعتبار قانون العقد عند العقدة 

                                                                       2+IB=I1I: 2  (1)أيI-1=IBI 
 EB      +UAE=UABUلدينا حسب قانون اضافية التوترات :

                                                                                 BEU-=EABU 

 

أي :  2I2=RBEU                                   مع :
𝑈𝐵𝐸

𝑅2
=2I 

أي :  1I1=RABU                              و
𝑈𝐴𝐵

𝑅1
=

𝐸−𝑈𝐵𝐸

𝑅1
=1I 

 
 نحصل على : (1)بتعبيرهما في العلاقة 2Iو  1Iنعوض 

 

                                           
𝐸−𝑈𝐵𝐸

𝑅1
−

𝑈𝐵𝐸

𝑅2
=BI 

 ت.ع:
  

                                   A4-.10=8
12−0,8

13.103 −
0,8

13.103=BI 

 
 نفترض أن التانزستور يشتغل في النظام الخطي : -2.2

 A=0,164-.10= 200x8C Iت.ع:    B.I𝛽=CIإذن : 

 إذن افتراضنا صحيح . C sat<ICIنلاحظ : 
 نكتب قانون إضافية التوترات في دارة المجمع : -3

                                                                                                   CE+UCI3E=R 
 CI3R-=ECEU                                                  نحصل على :

 
  4V                                              50x0,16-=12CEU =ت.ع:

 
 : Rحساب  -3

           عند بداية الإشباع نكتب :
𝐼𝐶

𝛽
==  

2,4.10−2

200
= 1,2.10−4A =BI  
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 نكتب : Rب  1Rوبتعويض  1.2المحصل عليه في السؤال  BIانطلاقا من تعبير 
 

                                            =
𝐸−𝑈𝐵𝐸

𝑅
+

𝑈𝐵𝐸

𝑅2
BI 

 

نحصل على :
𝐸−𝑈𝐵𝐸

𝑅
= 𝐼𝐵 -

𝑈𝐵𝐸

𝑅2
                              

 
𝐸 − 𝑈𝐵𝐸

𝑅
=

𝑅2𝐼𝐵 − 𝑈𝐵𝐸

𝑅2
 

 
𝑅

𝐸 − 𝑈𝐵𝐸
=

𝑅2

𝑅2𝐼𝐵 − 𝑈𝐵𝐸
 

 

R = 
𝑅2(𝐸−𝑈𝐵𝐸)

𝑅2.𝐼𝐵−𝑈𝐵𝐸
                                           

 
 ت.ع:

 

R=  
103(12−0,85)

13.103×1,2.10−4−0,85
=15 704Ω                           

 
R≃15,7kΩ                                               

 

 :5تمرين 
 

 المجمع :تيار الشدة CIحساب  -1
 

     CI2=RACU                          نطبق قانون أوم :

 

 

                          A
𝑈𝐴𝐶

𝑅2
=

4

100
= 0.04= C I 
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 :1Rحساب قيمة المقاومة  -2

 قانون إضافية التوترات :
                             (1)EC+UCE+UAC=UABU 

 BI1R=ABU                                                             مع : 

 
 الترانزستور يشتغل في النظام الخطي : 

 

                                BI𝛽=  CI   :أيA
𝐼𝐶

𝛽
=

0,04

100
= 4.10−4=BI 

 تكتب : (1)العلاقة 
 

                                                          EBU–CE+UAC=UBI1R 

 

                                       
𝑈𝐴𝐶+𝑈𝐶𝐸−𝑈𝐵𝐸

𝐼𝐵
=1R 

 

 Ω250 = 23                                ت.ع:
4+6−0,7

4.10−4= 1R 

 
 23,25kΩ1R=                                              أي:
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 :EIحساب  -2

 
 نون العقد بالنسبة للترانزستور نكتب : حسب قا

                                                                                               C+IB=IEI 

 في النظام الخطي نكتب :

                                                                             BI.𝛽=CI :أي
𝐼𝐶

𝛽
=+BI 

                                 نحصل على :
1

𝛽
)(1+C=I

𝐼𝐶

𝛽
+C=IEI 

                           ت.ع:
1

100
) = 4,04.10−2𝐴(1+0.04=EI 

 
 : 3Rاستنتاج 

 في دارة المجمع : حسب قانون إضافية التوترات

                                                                                       ED+UCE+UACE=U 
 EI3=REDU                                                                 :مع

 

                                                                                    CEU-ACU-E=EI3=REDU 

 

                                                       
𝐸−𝑈𝐴𝐶−𝑈𝐶𝐸

𝐼𝐸
=3R 

 

Ω                                                ت.ع:
12−4−6

4,04.10−2 = 49,5=3R 

 
 

 :6تمرين  
 
 NPNنوع الترانزستور  -1
C  المجمع :Collecteur 
E  الباعث :Emeteur 
B  القاعدة :Base 
 LDRاللاقط : المقاومة الضوئية  -2

 الجهاز الإلكتروني : الترانزستور 
 مصباح الإشعار جها الإستعمال : 

 شدةالتيار دارة القاعدة : BIحساب  -3.1
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 شدته :دارة المجمع الذي يجتازه هو تيار تيار البما أن المصباح يضي فإن 
 

                                                 =I=0,3ACI . 
 

 اشتغال الترانزستور في النظام الخطي ، نكتب : باعتبار 
 

                         A3-3.10
𝐼𝐶

𝛽
=

0,3

100
==  BI⇒BI𝛽=CI 

 : BRاستنتاج  -2.3
 

 يكتب : قانون إضافية التوترات
 

                                                          BE+UMB+UAM=UAEU 

 باعتبار قانون أوم ، نكتب : 
                              =EAEU  وBRI=AMU  وBIB=RMBU 

 
 BE+UBIB+RBE=RI                             نحصل على :

 

 BRI-BEU-=EBIBR (1)                                         أي:
 

                                                  R –
𝐸−𝑈𝐵𝐸

𝐼𝐵
=  BR 

 

1000Ω=                            ت.ع:
4,5−0,7

3.10−3 − 300= BR 
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تكون في الظلام ، وبالتالي  عندما Ω)  6(R=10تزداد مقاومة المقاومة الضوئية  -4
أو يبقى في الحالة ، فيصير الترانزستور متوقفا عدة تنقص في دارة القاشدة التيار 

 .العادية
 إذن المصباح لايضيئ .0BI=إذا كاان الترانزستور متوقفا فإن  -

 
  Eو   Aبين : نكتب قانون إضافية التوترات ذا كان الترانزستور في الحالة العادية إ -

 

                                                              BE+UB+R)IBE=(R 

 :    (1)العلاقة من نستنتج 

                                                 
𝐸−𝑈𝐵𝐸

𝑅𝐵+𝑅
=BI 

A6-4.10                          ت.ع:
4,5−0,7

103+106 ==  BI 

 :وتكون شدة التيار في المجمع أي في المصباح 

                      A4-4.10=6-= 100.4.10 BI𝛽=CI 

 وبالتالي المصباح لا يضيئ.  I=0,3ACI >نلاحظ أن : 
 
 ستعمالات الممكنة لهذا التركيب : كاشف الضوء.من الا -5
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 تمارين المضخم العملياتي
 

: 1تمرين   

 
 نعتبر التركيب الممثل جانبه والمتكون من :

 . مظخم عملياتي كامل 
  عمود قوته الكهرمحركةE=4,5V  ومقاوته الداخليةr=10Ω . 
  500=موصل أومي مقاومتهΩ1R . 

 ماذا يسمى هذا النوع من التركيب ؟ ESU=أثبت أن:  -1  
 . 1Rالمار في  1Iأحسب شدة التيار  -2  
 

 
 

 : 2تمرين 
 

، نركب على r=10Ωومقاومته الداخلية  E=4,5Vقوته الكهرمحركة  Gللحصول على مولد  -1
 التوالي مولدين :

 
 1G 3=قوته الكهرمحركةV1E  6=ومقاومته الداخليةΩ1r . 
 2G  2الكهرمحركة قوتهE  2ومقاومته الداخليةr . 

 . 2rو  2Eحدد قيمتي 
 

 ننجز التركيب الإلكتروني المبين في الشكل أسفله والمتكون من : -2
 
 G . المولد السابق 
  : 800=موصلين أوميين مقاومتهما على التواليΩ1R  1600وΩ=2R . 
  عملياتي كامل يشتغل في النظام الخطي .مضخم 
 . قاطع التيار 
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 ذكر بخاصيات بمضخم عملياتي يشتغل في النظام الخطي . -2.1
 . Ue=Eاستنتج أن توتر الدخول يساوي  -2.2
 . Eو  2Rو  1Rبدلالة  Usأوجد تعبير توتر الخروج  -2.2

ماذا تمثل النسبة  -2.2
𝑈𝑆

𝑈𝑒
 ، أحسب قيمتها . 

 حدد ، معللا جوابك ، وظيفة المظخم العملياتي في هذا التركيب . -2.2
 

 : 2تمرين 

 
 ، من : (1)ة الكهربائية الممثلة في الشكل رتتكون الدا -1

  مولدG  قوته الكهرمحركةE=12V . ومقاومته الداخلية مهملة 
 1موصلين أوميينD2وD  : 2,7=مقاومتهما على التوايkΩ1R  1=وkΩ2R . 

 . 2Rو 1Rو  Eللتيا الكهربائي المار في الدارة بدلالة  Iاعط تعبير الشدة  -1.1
1.2-  

 
 

 ، يكتب على الشكل التالي :  2D، التوتر بين قطبي 𝑈𝐵𝐶بين أن تعبير  -1.2

 

𝑈𝐵𝐶 =
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
𝐸 

 . 𝑈𝐵𝐶أحسب       
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التركيب الكهربائي السابق ، مضخم عملياتي كاملا يشتغل في النظام  إلىنضيف   -2
 . 2الخطي ، أنظر الشكل 

 

 
 

 ذكر بالخاصيتين الاساسيتين لمضخم عملياتي كامل . -2.1
 .1.2في السؤال BCUهي نفس القيمة السابقة للتوتر eUبين أن قيمة توتر الدخول  -2.2
 هذا التركيب ؟. مااسم eUو SUأوجد العلاقة بين  -2.2
 . 10mASI=، علما أن شدة تيار الخروج هي  D، مقاومة الموصل الأومي  Rحدد قيمة  -2.2
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 تصحيح تمارين المضخم العملياتي 
                                 

 
 : 1تمرين 

 
 ESU=إثبات أن :  -1

 
 بما أن المضخم العملياتي كامل فإن : 

=0-=I+I  0=و𝜀= -E
+

EU 
 تطبيق قانون إضافية التوترات :

𝑈𝑆 = 𝑈𝑆𝑀 = 𝑈𝑆𝐸− + 𝑈𝐸−𝐸+ + 𝑈𝐸+𝑀 

 
+𝑈𝐸−𝐸بما أن المضخم العملياتي كامل فإن :  = 0 

−𝑈𝑆𝐸كما أن :  =  .(بين مربطي سلك الربط منعدم رالتوت)0
 

𝑈𝐸+𝑀 = 𝑈𝑃𝑀 = 𝐸 − 𝑟𝐼+ = 𝐸 

 ومنه نحصل على : 
 

𝑈𝑆 = 𝐸 

 .أو مقتفياتركيبا مطاردا نلاحظ أن توتر الدخول يساوي توتر الخروج نقول إن لدينا 
 

 : 𝐼1حساب شدة التيار  -2
 نكتب :1Rنطبق قانون أوم بين مربطي الموصل الأومي 

𝑈𝑆 = 𝑅1𝐼1 

𝐼1 =
𝑈𝑆

𝑅1
 

 

𝐼1 =
𝐸

𝑅1
 

 ت.ع:  

𝐼1 =
4,5

500
= 9.10−3𝐴 

 
𝐼1 = 9𝑚𝐴 
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 : 2تمرين 
 

 : 2rو  2Eتحديد قيمتا  -1
ومقاومة  Eمولد المكافئ قوةكهرمحركة ين على التوالي وبالتوافق يكون للعند تركيب مولد

 : حيث rداخلية 
 

{
𝐸 = 𝐸1 + 𝐸2

𝑟 = 𝑟1 + 𝑟2
⟹ {

𝐸2 = 𝐸 − 𝐸1

𝑟2 = 𝑟 − 𝑟1
 

 

}ت.ع :
𝐸2 = 4,5 − 3
𝑟2 = 10 − 6

⟹ {
𝐸2 = 1,5𝑉

𝑟2 = 4Ω
 

 
 م الخطي :المضخم العملياتي في النظاخاصيات  -2.1

 
 إذا كان المضخم العملياتي كاملا ويشتغل في النظام الخطي ، فإن :

 

𝑈𝐸+𝐸− = 𝜀 = 0 
𝐼+ = 𝐼− = 0 

 
 إثبات العلاقة : -2.2

𝑈𝑒ب  Gيعبرعن توتر الدخول الذي يمثل التوتر بين مربطي العمود  = 𝑈𝐸+𝑀 

 حسب قانون أوم بالنسبة للعمود :
 

𝑈𝑒 = 𝐸 − 𝑟𝐼+ 

+𝐼بما أن المضخم العملياتي كاملا أي  =  فإن : 0

 

𝑈𝑒 = 𝐸 
 : sUتعبير  -2.2
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 :2Rو 1Rو sUطبق قانون إضافيات التوترات في الفرع الذي يضم ن
 

𝑈𝑆 = 𝑈𝑆𝑀 = 𝑈𝑆𝐸− + 𝑈𝐸−𝑀 

 
 نكتب : 2Rو 1Rحسب قانون أوم بالنسبة ل 

𝑈𝑆𝐸− = 𝑅2𝐼2 
𝑈𝐸−𝑀 = 𝑅1𝐼1 

𝐼2بما أن حسب قانون العقد :  = 𝐼1 + 𝐼−  مع𝐼− = 0 

𝐼2ومنه :  = 𝐼1 = 𝐼 

𝑈𝑆وبالتالي :  = (𝑅1 + 𝑅2)𝐼 
 

 : 1Rو  eUنطبق قانون العقد في الفرع الذي يضم 

𝑈𝑒 = 𝑈𝐸+𝑀 = 𝑈𝐸+𝐸− + 𝑈𝐸−𝑀 
 

−𝑈𝐸+𝐸لدينا :  = 0 

 
𝑈𝐸−𝑀و        = 𝑅1𝐼   : أي𝑈𝑒 = 𝑅1𝐼 

 ومنه :         

𝐼 =
𝑈𝑒

𝑅1
 

 كما يلي : SUيكتب التوتر         

𝑈𝑆 = (𝑅1 + 𝑅2)
𝑈𝑒

𝑅1
 

 
𝑈𝑒بما أن :  = 𝐸 

 نستنتج : 

𝑈𝑆 = (𝑅1 + 𝑅2)
𝐸

𝑅1
 

  : Gمعامل التضخيم  -2.2       

𝐺 =
𝑈𝑆

𝑈𝑒
 

 حسب العلاقة السابقة :      

𝐺 =
𝑅1 + 𝑅2

𝑅1
 

 ت.ع:       

𝐺 =
800 + 1600

800
 

 
𝐺 = 3 
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 وظيفة المظخم العملياتي : -2.2      
 

 ، إذن فالمضخم  eUله نفس إشارة توت الدخول  SUفإن توتر الخروج  G>0بما أن       
 .التركيب غير عاكس العملياتي في هذا 

 

 :2تمرين 
 

 : 2Rو  1Rو  Eشدة التيار الكهربائي بدلالة   -1.1 -1
 بتطبيق قانون بويي نجد :

 

𝐼 =
𝐸

𝑅1 + 𝑅2
 

 
 

   : 𝑈𝐵𝐶البرهنة على تعبير   -1.2

 
 :  2Dقانون أوم بالنسبة ل

𝑈𝐵𝐶 = 𝑅2𝐼 
 بتعبيره نحصل على : Iنعوض 

𝑈𝐵𝐶 =
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
𝐸 

 ت.ع: 

𝑈𝐵𝐶 =
103

103 + 2,7.103
× 12 

 
𝑈𝐵𝐶 = 3,24𝑉 

 
 ( .2.1السؤال  2تذكير بالخاصيتين الأساسيتين للمضخم العملياتي )أنظر تمرين   -2.1

 
 : eUقيمة توت الدخول   -2.2
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 حسب قانون أوم : 
𝑈𝑒 = 𝑅2𝐼2 

 
 بما أن المضخم العملياتي كاملا فإن : 

𝐼− = 𝑖− = 𝐼1و  0
′ = 𝑖+ = 0 

 :  Bحسب قانون العقد في العقدة 
 

𝐼 = 𝐼1
′ + 𝐼2

𝐼أي : ′ = 𝐼2
′ 

 
𝑈𝑒نحصل على :      = 𝑅2𝐼 

 بما أن : 

𝐼 =
𝐸

𝑅1 + 𝑅2
 

 نستنتج :

𝑈𝑒 = 𝑈𝐵𝐶 =
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
𝐸 

 
 : sUو  eUالعلاقة بين   -2.2

 
 حسب قانون إضافية التوترات :

𝑈𝑒 = 𝑈𝐵𝐶 = 𝑈𝐵𝐸+ + 𝑈𝐸+𝐸− + 𝑈𝐸−𝑆 + 𝑈𝑆𝑀 

 لدينا : 
𝑈𝐵𝐸+ = 𝑈𝐸+𝐸− = 𝑈𝐸−𝑆 = 0 

 نحصل على :
𝑈𝑒 = 𝑈𝑆𝑀 = 𝑈𝑠 
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 أو المقتفي .التركيب المطارد اسم هذا التركيب هو 

 
 : Rتحديد قيمة   -2.2

 
 : Dنطبق قانون أوم بين مربطي 

𝑈𝑒 = 𝑅𝐼𝑆 

 

𝑅 =
𝑈𝑒

𝐼𝑠
=

𝑈𝐵𝐶

𝐼𝑆
 

 

𝑅ت.ع: =
3,24

10.10−3 

 

𝑅 = 324Ω 
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